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Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню особливостей формування та фізичних властивостей наноструктур,
створених на основі шаруватих кристалів GaSe, InSe та In2Se3. Вперше досліджено прояв квантово-
розмірних ефектів в механічно відлущених наношарах InSe. Вивчено морфологію та фазовий склад
наноструктур, сформованих на ван-дер-ваальсовій поверхні (0001) GaSe у результаті відпалу в парах сірки.
Вперше отримано фоточутливі гетеропереходи n-CdO-p-InSe(GaSe) і досліджено їх властивості. Досліджено
процеси акумуляції і переносу носіїв заряду в гібридних структурах, сформованих на основі шаруватого
напівпровідника з нанорозмірними сегнетоелектричними включеннями KNO3. Досліджено вплив
зовнішнього магнітного поля на процес електрохімічної інтеркаляції селенідів індію кобальтом. Виявлено
принципову можливість інтеркаляції кристалів InSe і GaSe нітратом рубідію. Встановлено, що нанокомпозит
GaSe<RbNO3> характеризується енергонакопичувальними властивостями.



2. The thesis is devoted to the investigation of peculiarities of the formation and physical properties of the
nanostructures fabricated on the basis of GaSe, InSe and In2Se3 layered crystals. Quantum confinement effects
were for the first time investigated in mechanically exfoliated InSe nanosheets. The morphology and phase
composition of the nanostructures formed onto the van der Waals surface (0001) of GaSe as a result of annealing in
sulfur vapor were investigated. For the first time the photosensitive heterojunctions n-CdO-p-InSe(GaSe) were
fabricated and their properties were studied. The processes of accumulation and transport of charge carriers in
the hybrid structures formed on the basis of GaSe layered semiconductor with nanoscale KNO3 ferroelectric
inclusions were investigated. The influence of external magnetic field on the process of electrochemical
intercalation of indium selenides by cobalt was studied. It was established that InSe and GaSe crystals can be
intercalated by rubidium nitrate. In addition, it was established that the GaSe<RbNO3> nanocomposite has energy-
storage properties.
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